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高温超伝導体 Bi2Sr2CaCu2O8+δ(以下 Bi2212)単結晶に内包される固有ジョセフソン接合は半導体

に代わるデバイス材料として注目され，盛んに研究されており，良質な Bi2212単結晶が必要不可欠

である．FZ法を用いて配向面が大きい，良質な Bi2212単結晶を得ることが可能であるが，本方法は

設備費用が課題である [1]．一方，電気炉による自己フラックス法を用いることによって，安価で高

品質な単結晶の作製が可能となる．本方法では，Bi2O3 が他の原料の融点を下げるフラックス剤を担

い，かつ結晶構造元素の一つとなるため，通常は原料のモル比率が Bi:Sr:Ca:Cu=2:2:1:2となるよう

に，配合し坩堝に入れ焼結する．今回は，結晶成長には十分に溶融及び混合することが必要であると

考え Bi2O3 を過剰に配合し単結晶の育成を試みた．一方，結晶構造及び組成比が Bi2212と異なる結

晶が得られるといった懸念もある．従来の Bi2O3 配合量を 2.00 molとすると，本研究では 1.90∼2.50

molの Bi2O3 を配合し Fig.1(a)に示す温度条件で Bi2212単結晶を焼結した．

Fig.1(b)に Bi2O3 の添加量に対する XRD(θ − 2θ 法)のパターンを示す．Bi2O3 の添加量に依存せ

ず，Bi2212 の (00n) 面に対応するピークが観測され, 他の面や不純物ピークは観測されなかった．

よって，Bi2212単結晶が作製されたと判断できる．さらに Bi2O3 の添加量増加に伴って，ピークの

半値幅が減少している．これは結晶性の向上を意味している．結晶性の厳密な評価のため XRD の

ロッキングカーブ等を用いて結晶の配向性の評価や，組成分析を行なっている，当日は，微細加工さ

れた単結晶の c軸方向の温度依存性や電流電圧特性を初めとする超伝導体の電気特性を評価し，結晶

構造や組成比をとの関係性を公演する予定である．[1] J.S. Wen et al., J. Crystal Growth 310, 1401 (2008).

Fig.1 (a) Bi2212 sintering temperature profile．(b) XRD (θ − 2θ) patern with each amount of Bi2O3.
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